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(57) Abstract: The invention relates to a composite structure for manufacturing microelectronic components, comprising a monocrys-
talline thin film disposed on a polycrystalline silicon carbide support substrate, said support substrate having a preferred crystalline
orientation according to which: - a texture coefficient Cy4; is less than 30%, and - a texture coefficient Cyyg is greater than 60% or
the sum of texture coefficients Cj1+C;22+Csy; is greater than 70%. The invention also relates to a method for manufacturing such
a composite structure.
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(57) Abrégé : L'invention concerne une structure composite pour la fabrication de composants microélectroniques comprenant une
couche mince monocristalline, disposée sur un substrat support en carbure de silicium poly-cristallin, ledit substrat support présentant
une orientation cristalline préférentielle selon laquelle: - un coefficient de texture Cq27 est inférieur a 30%, et - un coefficient de texture
Cyp est supérieur a 60% ou la somme des coefficients de texture Cy11+Ca22+Csy 1 est supérieure & 70%. L'invention concerne également
un procédé de fabrication d'une telle structure composite.



